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(57)【要約】
【課題】変動の少ない良好な高次高調波特性を有する高
周波スイッチ回路を提供する。
【解決手段】高周波信号が入力される入力端に一端が接
続され、前記高周波信号の出力端に他端が接続され、制
御信号によりオン・オフ制御される高周波スイッチを具
備した高周波スイッチ回路において、所定容量を有する
キャパシタの一端を前記出力端に接続し、他端をボンデ
ィングワイヤを介して接地する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高周波信号が入力される入力端に一端が接続され、前記高周波信号の出力端に他端が接
続され、制御信号によりオン・オフ制御される高周波スイッチを具備した高周波スイッチ
回路において、
　所定容量を有するキャパシタの一端を前記出力端に接続し、他端をボンディングワイヤ
を介して接地したことを特徴とする高周波スイッチ回路。
【請求項２】
　高周波信号が入力される入力端に一端が接続され、前記高周波信号の出力端に他端が接
続され、制御信号によりオン・オフ制御される高周波スイッチを具備した高周波スイッチ
回路において、
　一端を前記出力端に接続した所定容量を有するキャパシタと、
　前記キャパシタの前記出力端に接続された一端とは反対側の他端と接続され、前記キャ
パシタをボンディングワイヤを介して接地するためのパッド電極と、
を備えたことを特徴とする高周波スイッチ回路。
【請求項３】
　前記高周波信号の高周波の周波数帯域内で前記高周波スイッチの入出力インピーダンス
を短絡状態に近くするように前記キャパシタの容量と前記ボンディングワイヤのワイヤ長
とを調整することを特徴とする請求項１又は２に記載の高周波スイッチ回路。
【請求項４】
　前記キャパシタと前記ボンディングワイヤとで構成される共振回路の共振周波数を前記
高周波信号の高周波の周波数より高く設定することを特徴とする請求項１又は２に記載の
高周波スイッチ回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動体通信や無線ＬＡＮなどにおける高周波信号の伝送経路を切り替えるため
に使用される高周波スイッチ回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信、例えば携帯電話などの通信装置では送信回路と受信回路とで一つのアンテ
ナを共有しており通常、アンテナと送信回路及び受信回路との間にアンテナ切り替え用の
高周波スイッチ回路が設けられ、この高周波スイッチ回路によって送信時にはアンテナが
送信回路側に、受信時にはアンテナが受信回路側に切り替えられるように構成されている
。
【０００３】
　図４は特許文献１に記載されている従来の高周波スイッチ回路の構成を示す図である。
　高周波スイッチ回路１０には半導体ＦＥＴ等で構成された高周波スイッチ１６，１７が
用いられており、高周波スイッチ１６は送信側入力端子１１とアンテナ側端子１２との間
に接続され高周波スイッチ１７は受信側入力側端子１３とアンテナ側端子１２との間にそ
れぞれ接続されている。
　そして制御端子１４，１５に印加される制御信号により送信時には高周波スイッチ１６
をオンに高周波スイッチ１７をＯＦＦとする。
【０００４】
　また受信時には高周波スイッチ１６をＯＦＦとし高周波スイッチ１７をオンとするよう
に制御する。
　高周波スイッチ回路１０の送信側には大電力増幅器２０、フィルタ３０、位相器４０が
それぞれ図に示すように接続され、高周波信号が送信側入力端子１１に供給されるように
構成されている。
　また受信側は受信側入力端子１３に接続された低雑音増幅器５０を介して高周波信号を
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受信するように構成されている。
　またアンテナ側端子１２にはアンテナ６０が接続されている。
【０００５】
　このような高周波スイッチ回路では、高周波スイッチとして、特に送信側に用いられる
高周波スイッチ１６では、大信号入力時でも高次高調波の発生が少ない低歪みなスイッチ
が求められている。
　そこで、このような要求を実現するために、高周波スイッチを構成するＦＥＴを多段接
続したり、マルチゲート構造としたり、あるいは昇圧回路を設けて高周波スイッチのオン
・オフを行うようにしたり、さらに高周波スイッチにフィードバックキャパシタ回路を設
けるなどして低歪みな高周波スイッチを実現している。
　しかしこのような低歪みな高周波スイッチを使用したとしても、これらの高周波スイッ
チの前後に接続されるデバイスであるアンテナやフィルタや増幅器等のインピーダンスに
より高周波スイッチで発生する高次高調波は大きく変化してしまう。
【特許文献１】特開２００６－０４２１３８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図４に示す特許文献１に記載された構成では、高周波スイッチ回路１０の送信側に設け
た位相器４０により送信側入力端子１１に入力される高周波信号の位相を調整するように
構成している。
　このように位相器４０を設け、送信側の大電力増幅器２０及びフィルタ３０と高周波ス
イッチ回路１０との間の接続ラインの電気長や位相を調整することにより、特性の最適化
を実現している。
【０００７】
　しかし、図４に示すような構成では送信側入力端子１１に接続されるデバイスの品種や
個々のインピーダンス特性のバラツキに対して、位相器４０に内蔵されるインダクタンス
やキャパシタンスをいちいち調整して最適化する必要があるため、製造コストが上昇する
という問題がある。
【０００８】
　本発明はこのような問題点を解消するためになされたもので、高周波スイッチ回路の送
信側に位相器を設けることなく、高周波スイッチ回路の送信側及び受信側に接続される種
々のデバイスに対して変動の小さい良好な高次高調波特性を有する高周波スイッチ回路を
実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は高周波信号が入力される入力端に一端が接続され、前記高周波信号の出力端に
他端が接続され、制御信号によりオン・オフ制御される高周波スイッチを具備した高周波
スイッチ回路において、所定容量を要するキャパシタの一端を前記出力端に接続し、他端
をボンディングワイヤを介して接地したことを特徴としている。
　また、本発明は高周波信号が入力される入力端に一端が接続され、前記高周波信号の出
力端に他端が接続され、制御信号によりオン・オフ制御される高周波スイッチを具備した
高周波スイッチ回路において、一端を前記出力端に接続した所定容量を有するキャパシタ
と、前記キャパシタの前記出力端に接続された一端とは反対側の他端と接続され、前記キ
ャパシタをボンディングワイヤを介して接地するためのパッド電極と、
を備えたことを特徴としている。
　このように構成することにより大信号入力時に発生した高次高調波がキャパシタとボン
ディングワイヤとで構成される回路を通して高調波レベルの変動を押さえることができる
。
【００１０】
　また、本発明の高周波スイッチ回路は、前記高調波信号の高調波の周波数帯域内で前記
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高周波スイッチの入出力インピーダンスを短絡状態に近くするように前記キャパシタの容
量と前記ボンディングワイヤのワイヤ長とを調整することを特徴としている。
　これにより高調波の周波数帯域でのスイッチの入出力インピーダンスが短絡状態に近く
なり、外部回路のインピーダンスの影響を受けにくくする。
【００１１】
　さらに、本発明の高周波スイッチ回路は、前記キャパシタと前記ボンディングワイヤと
で構成される共振回路の共振周波数を前記高周波信号の高周波の周波数より高く設定する
ことを特徴としている。
　このように共振周波数を若干高めに設定することにより挿入損失による劣化を最小限に
し高周波レベルの変動を押さえることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　このように本発明の高周波スイッチ回路では、高周波スイッチ回路を構成する半導体上
にキャパシタとボンディングワイヤとから構成される簡単な回路を付加することにより、
高周波スイッチ回路の送信側或いは受信側に接続される様々なデバイスに対して変動の少
ない良好な高次高調波特性を有するスイッチ回路を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は本発明の高周波スイッチ回路の構成を示す図である。
　図４に示す従来の回路構成と同一部分には同一符号を付しその詳細説明は省略する。
　本発明の高周波スイッチ回路１０ａにおいては、従来必要とされていた位相器４０を不
要とし、高周波スイッチ回路内にキャパシタ１８を搭載し、その一端をアンテナ側端子１
２に接続し他端をボンディングワイヤ１９を介して接地するように構成する。
　接地のためのパッド電極２１を高周波スイッチ回路１０ａ内に設けてもよい。
【００１４】
　一般に高周波スイッチ回路１０ａに用いられる高周波スイッチ１６，１７では信号入力
時にスイッチの非線形特性により高次高調波が発生し、不要輻射となるため送信出力に応
じた十分な線形性が必要とされる。
　高周波スイッチ回路１０ａの送信側には大電力増幅器２０、フィルタ３０が受信側には
低雑音増幅器５０が、またアンテナ側にはアンテナ側端子１２にアンテナ６０が接続され
る。
【００１５】
　これらのデバイスは使用する周波数帯域では決められた特性インピーダンスへの整合が
とれているが、使用周波数帯域の２倍、３倍といった高次高調波の発生する帯域でのイン
ピーダンスは保証されていない。
　そのため高周波スイッチ１６，１７と他のデバイスとの接続点１１，１２，１３での位
相条件により高調波レベルの変動が生ずる。
【００１６】
　図２は位相により高調波レベルの変動が生ずることを説明するための図で、点線ａによ
り表されているのが従来の回路構成による高調波レベル変動を示したものである。
　図４に示す従来の回路では高調波レベルが一番低いＢ点になるようにするために図４に
示すような位相器４０を送信波入力端子１１に接続し位相調整を行い高調波レベルをＢ点
になるように下げていた。
　しかし、もともと保証されていない帯域のインピーダンスに対して調整を行うため品種
ごと、ロットごと、さらには個々に調整といった作業が必要となり、製造コストの増大が
伴う。
【００１７】
　本発明では半導体上にキャパシタ１８を搭載し、その一端をアンテナ側端子１２に接続
し、他端をボンディングワイヤ１９を介して接地するという簡易な構造を付加することに
より図２の実線ｂに示すように高調波レベルの変動を押さえることが可能になる。
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　すなわち高調波レベルの極大点はＡからＡ’に下がり極小点はＢからＢ’に上昇するも
のの高調波のレベル変動は小さくなる。
【００１８】
　このように本発明の高周波スイッチ回路１０ａでは送信側、受信側及びアンテナ側にど
のようなデバイスが如何なる位相条件で接続されても安定した高次高調波特性が得られ、
従来必要とされているような位相器４０を削除することができ、そのための調整時間の必
要はなくなる。
【００１９】
　図３は本発明の動作原理を説明するための図で、周波数と信号レベルとの関係を示して
いる。
　本発明の動作原理は、キャパシタ１８とインダクタとして作用するボンディングワイヤ
１９のワイヤ長とを調整し、問題となる高調波の周波数帯域でのスイッチの入出力インピ
ーダンスを短絡状態に近くすることにより、高周波スイッチ回路１０ａに接続される外部
デバイスのインピーダンスの影響を受けにくくしたものである。
【００２０】
　ここで注意すべき点は「短絡状態に近くする」という点である。
　すなわち高周波信号の高調波周波数帯域内でキャパシタ１８とボンディングワイヤ１９
とで構成される回路のインピーダンスを完全短絡状態にした場合には、帯域抑止フィルタ
（ＢＥＦ）となり高調波自身がさらに抑圧され高調波特性はさらに良くなるが、半導体上
に形成されるキャパシタ１８とボンディングワイヤ１９とで構成されるＬＣ共振回路はＱ
が低く、使用する帯域のインピーダンスにまで影響を及ぼし、挿入損失の劣化を引き起こ
す。
【００２１】
　そこで本発明では短絡状態にするのではなく短絡状態に近くするのである。
　具体的にはキャパシタ１８とボンディングワイヤ１９とで構成されるＬＣ共振回路の共
振周波数を高周波信号の高調波の周波数よりあえて若干高めに設定することにより、挿入
損失の劣化を最小限にし高調波レベル変動を押さえるようにしている。
【００２２】
　図３は高調波信号の周波数と信号レベルとの関係を示す特性図で、曲線イは本発明によ
る特性を、曲線ロはキャパシタ１８とボンディングワイヤ１９とで構成される共振回路が
ハイＱ特性を持つ理想的なフィルタであった場合の特性を、曲線ハはロウＱフィルタであ
った場合の特性をそれぞれ示したものである。
【００２３】
　前述したように、キャパシタ１８とボンディングワイヤ１９とで構成される共振回路に
よるフィルタでは曲線ハに示すような特性となってしまうため、例えば三次高調波の周波
数で共振するように設計すると基本波の成分まで信号レベルが抑圧されてしまう。
　そこで本発明では、三次高調波の周波数に共振点を設定するのではなく、高調波の周波
数より高く設定することにより基本波成分が抑圧されることを防止している。
【００２４】
　なお本発明の実施例ではキャパシタとボンディングワイヤとで構成される共振回路の共
振周波数を三次高調波の送信点よりも高く設定しているが、高調波は三次高調波に限定さ
れるものではない。
　また、高周波スイッチの入出力インピーダンスを短絡状態に近くするための調整はボン
ディングワイヤのワイヤ長のみの調整に限定されるものではなく、キャパシタの容量を調
整することによっても行うことができる。
【００２５】
　このように本発明では、半導体上のキャパシタとボンディングワイヤとから構成される
回路の調整により簡易な回路構成の付加のみで変動の少ない良好な高次高調波特性を有す
る高周波スイッチ回路を構成することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】本発明の一実施例に係る高周波スイッチ回路の構成を示す図。
【図２】位相変化による高周波レベルの特性を従来回路と本発明の回路とを対比して示し
た図。
【図３】高調波の周波数と信号レベルとの関係を示す図。
【図４】従来の高周波スイッチ回路の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００２７】
　　１０ａ高周波スイッチ回路
　　１６，１７高周波スイッチ
　　１８キャパシタ
　　１９ボンディングワイヤ

【図１】 【図２】
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